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《模拟电子技术》

前言

　　模拟电子技术课程是电气和电子信息领域相关专业学生在电子技术方面入门性质的技术基础课，
是一门理论性和实践性很强的课程，主要研究半导体元器件，包括集成器件的基本理论、分析方法及
应用。全书共分9章。第1章讲述了半导体二极管及其电路分析；第2章系统而全面地阐述了晶体管及其
放大电路分析；第3章系统阐述了场效应管及其放大电路分析；第4章深入浅出地讲述了集成运算放大
电路及技术指标；第5章讲述了放大电路中负反馈的分析及引入；第6章论述了理想集成运算放大器的
应用；第7章阐述了由集成运放及滤波电路构成的有源滤波电路；第8章详细论述了波形的产生和变换
方法；第9章阐述了直流稳压电源的电路结构、工作原理及其参数计算。为了便于教学和自学，每章
都配有大量的例题和习题。电子技术是一门迅速发展着的学科，新器件和新产品不断出现，而目前教
学内容和教学学时之间的矛盾很突出，再加之学生的学习在由基础课向专业课过渡时，容易出现入门
难等问题，给本课程的教学带来一定难度。经过长期的教学实践和社会调研，在本书的编写过程中，
体系结构注意了保证基础，突出集成，对分立元件的内容做了一定的删减，而重点突出集成器件的应
用。在章节安排上，将集成运算放大器放在前面介绍，并在后面章节中不断重复和加深。本书注重对
基本理论、基本分析和应用的讲述，力求清晰透彻、系统完整、深入浅出，有利于学生的理解与进一
步学习。本书第1章至第3章由代红艳编写，第4章和第8章由李雪飞编写，第5章至第7章由恩莉编写，
第9章由范立南编写。全书由范立南统稿。本书是作者在吸收国内外本领域的新技术并结合多年教学
和科研体会编写而成的。在编写过程中得到了潘峰、冯云、于鲁佳等的帮助，同时，书中参考和引用
了参考文献中的有关部分，在此一并表示衷心感谢。本书既可作为高等院校电工类、电子类、电气类
、自动化类、计算机类、通信类、机电一体化等相关专业的教材和教学参考书，也可作为相关专业工
程技术人员的技术参考书。由于作者水平有限，加之时间仓促，书中疏漏与错误之处在所难免，恳请
广大读者批评指正。
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《模拟电子技术》

内容概要

《模拟电子技术》系统而全面地介绍了模拟电子技术的基本理论、分析方法及应用，主要内容包括半
导体二极管及其电路分析、晶体管及其放大电路分析、场效应管及其放大电路分析等。《模拟电子技
术》力求清晰透彻、深入浅出、系统完整，特别注重集成芯片的应用，有利于提高分析和设计模拟电
路的能力。《模拟电子技术》既可作为高等院校电工类、电子类、电气类、自动化类、计算机类、通
信工程类、机电一体化等相关专业的教材和教学参考书，也可作为相关专业工程技术人员的技术参考
书。
全书共分9章。第1章讲述了半导体二极管及其电路分析；第2章系统而全面地阐述了晶体管及其放大电
路分析；第3章系统阐述了场效应管及其放大电路分析；第4章深入浅出地讲述了集成运算放大电路及
技术指标；第5章讲述了放大电路中负反馈的分析及引入；第6章论述了理想集成运算放大器的应用；
第7章阐述了由集成运放及滤波电路构成的有源滤波电路；第8章详细论述了波形的产生和变换方法；
第9章阐述了直流稳压电源的电路结构、工作原理及其参数计算。为了便于教学和自学，每章都配有
大量的例题和习题。
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《模拟电子技术》
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《模拟电子技术》

章节摘录

　　当形成PN结的两种杂质半导体的掺杂浓度较低时，空间电荷区宽度较宽，在较低的反向电压下不
会发生击穿现象，但当外加反向电压增加到一定数值时，外电场的强度足够大，且与内电场方向相同
，与内电场共同作用下，使得少子能够获得足够的漂移速度，在漂移过程中与共价键中的价电子相碰
撞时，将共价键中的价电子撞出共价键，产生自由电子一空穴对。新产生的自由电子和空穴又会被电
场加速，碰撞出共价键中其他的价电子，产生自由电子一空穴对，这样，载流子数目会雪崩似的倍增
，使得由少子漂移运动形成的反向电流急剧增加，此现象为雪崩击穿。发生雪崩击穿时所需的反向击
穿电压一般大于6V。当形成PN结的两种杂质半导体的掺杂浓度较高时，空间电荷区宽度很窄，不太
大的反向电压就可以在空间电荷区形成很强的电场，其强度能够直接破坏共价键，使价电子挣脱共价
键的束缚，产生自由电子一空穴对，载流子数目得到急剧增加，从而反向电流急剧增大，此现象为齐
纳击穿。齐纳击穿电压较低，发生齐纳击穿时所需的反向击穿电压一般低于4V。当击穿电压介于4
～6V之间时，这两种击穿同时发生。1.3.4 PN结的电容效应PN结的电容效应根据产生机理不同可分为
势垒电容Cb和扩散电容Cd。当PN结两端外加正向电压时，随着外加正向电压的增加，空间电荷区的
宽度将随之减少，即空间电荷区的电荷量将随之减少。当PN结两端外加反向电压时，随着外加反向电
压的增加，空间电荷区的宽度将随之增大，即空间电荷区的电荷量随之增加。这种当PN结两端外加电
压改变时，空间电荷区的宽度将随之改变，即空间电荷区的电荷量将随外加电压的变化而随之增减的
现象类似于电容的充、放电过程，空间电荷区宽度变化所等效的电容称为势垒电容Cb。当PN结两端
外加正向电压时，有利于多子扩散运动，P区的多子空穴扩散到N区，成为N区的非平衡少子，同时N
区的多子自由电子扩散到P区，成为P区的非平衡少子。当外加正向电压一定时，靠近空间电荷区的区
域非平衡少子的浓度高，远离空间电荷区的区域非平衡少子的浓度低，形成一定的浓度梯度。随着外
加正向电压的增加，扩散到对方的非平衡少子浓度增大，浓度梯度也增大；随着外加正向电压的减少
，扩散到对方的非平衡少子的浓度减少，浓度梯度也减少。非平衡少子电荷总量的改变类似于电容的
充、放电效应，这种电容效应称为扩散电容Cd。PN结的结电容c为势垒电容Cb和扩散电容cd之和。
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精彩短评

1、恏
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